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より 2 0 OOCの低温膜形成で高い耐酸化性を有するち密な膜を得ている。
(5) スパッタリング法で形成したシリコン膜をゲート電極膜1<: ，窒化シリコン膜を選択酸化マスクに用い
たMOS素子を作製し，優れた素子特'性を得ている。
以上のように，本論文はスパッタリング法lとより‘ MOS素子作製に供することのできる優れた特性の
シリコン系薄膜が，低温で形成できる乙とを明らかにし， MOS素子作製におけるシリコン系薄膜の低温
形成を実現したもので，半導体工学の分野に寄与するところが大である。よって本論文は，博士論文とし
て価値あるものと認める。
-574-
